
Power (w) Time (s) Press (Pa)

Run 1 25 15 10

Run 2 15 15 10

Run 3 15 5 10

(a) (b)

(d)(c)
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１．概要（Summary） 

スピンキャストにより製膜したメソポーラス有機シリカ  

膜[1,2] の、触媒担体等への応用を検討している。過去の

検討で、物性向上には最表面層を除去し、細孔（ポア）を

露出させる必要があることがわかった。RIE（Reactive 

Ion Etching）は、ドライエッチングの一種で、試料面に対

してプラズマを垂直に印加するため、表面層の選択的な

除去を期待できる。そこでメソポーラス有機シリカ膜の表

面層の選択除去によるポアの形態制御を目指し、豊田工

業大学ナノテクノロジープラットフォームの設備を利用して

膜のエッチングを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

Reactive Ion Etching 装置（非 Bosch プロセス） 

【実験方法】 

スピンキャストにより基板上に製膜したメソポーラス有機

シリカ膜をドライエッチング装置にセットし、CF4 ガスを導

入し、主にプラズマの印加電圧、印加時間を変えてエッ

チングを行った。処理した膜の断面及び表面を社内保有

の SEM で観察し、ドライエッチングの効果を把握した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

本実験でのドライエッチング検討条件を Table 1 に、処

理前後の膜の断面 SEM を Fig. 1 に示す。 

Table 1.  RIE conditions 

 

 

 

 

スピンキャスト後の有機シリカの膜厚は約 150 nm であ

り、多数のポアが存在するが、Run 1、Run 2のRIE 条件

では大多数のポアはダメージを受け閉塞することがわか

った（Fig. 1b,c）。特に Run 1 では膜厚が約 80 nm 程度

に減少した。 

 Run 3 の条件では、膜厚、ポア形状に変化はないが、最

表面層が削られ、膜表面のポアが露出した（Fig. 1d）。今

回の検討で、RIE による後処理で、膜のポア形態を制御

可能であることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  SEM images for (a) as-cast film, and  

 treated in the conditions of (b) Run 1, (c) Run 2, 

and (d) Run 3. Scale bars indicate 100 nm. 
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